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(54)【発明の名称】 半導体結晶層の製造方法および半導体基板、液晶ディスプレイパネル

(57)【要約】
【課題】  複数の結晶特性を有する半導体結晶層の製造
方法および半導体基板、液晶ディスプレイパネルを提供
すること
【解決手段】  複数の結晶特性を有する半導体結晶層の
製造方法は、第１のパターンを有する第１のマスクを通
してレーザービームを半導体基板の第１の領域に照射す
ることにより該第１の領域をアニーリングする工程と、
第１の領域のアニーリング工程により、第１の領域の半
導体層において、第１の結晶状態に成長させる工程と、
第２のパターンを有する第２のマスクを通してレーザー
ビームを該半導体基板の第２の領域に照射することによ
り第２の領域をアニーリングする工程と、第２の領域の
アニーリング工程により、第２の領域の半導体層におい
て、第１の結晶状態とは異なる第２の結晶状態に成長さ
せる工程とを包含する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  複数の結晶特性を有する半導体結晶層の
製造方法であって、
第１のパターンを有する第１のマスクを通してレーザー
ビームを半導体基板の第１の領域に照射することにより
該第１の領域をアニーリングする工程と、
該第１の領域のアニーリング工程により、該第１の領域
の半導体層において、第１の結晶状態に成長させる工程
と、
第２のパターンを有する第２のマスクを通して該レーザ
ービームを該半導体基板の第２の領域に照射することに
より該第２の領域をアニーリングする工程と、
該第２の領域のアニーリング工程により、該第２の領域
の半導体層において、該第１の結晶状態とは異なる第２
の結晶状態に成長させる工程とを包含する半導体結晶層
の製造方法。
【請求項２】  前記第１の領域をアニーリングする工程
の前に、前記第１のマスクパターンを有する第１のマス
クを選択する工程をさらに有し、前記第１の領域をアニ
ーリングする工程の前に、前記第２のマスクパターンを
有する第２のマスクを選択する工程をさらに有する、請
求項１に記載の半導体結晶層の製造方法。
【請求項３】  前記第１の領域の半導体層において、前
記第１の結晶状態に成長させる工程は、隣接する結晶ド
メインの間に第１の格子不整合部を有する結晶化材料を
作製する工程を含み、
第２の領域の前記半導体層において、前記第２の結晶状
態に成長させる工程は、隣接する結晶ドメインの間に、
該第１の格子不整合部より小さい第２の格子不整合部を
有する結晶化材料を作製する工程を含む、請求項１また
は２に記載の半導体結晶層の製造方法。
【請求項４】  前記隣接する結晶ドメインの間に第１の
格子不整合部を有する結晶化材料を作製する工程は、一
領域当たりの第１の数の高傾角粒界を形成する工程を含
み、
前記隣接する結晶ドメインの間に該第１の格子不整合部
より小さい第２の格子不整合部を有する結晶化材料を作
製する工程は、一領域当たりの第１の数より少ない、一
領域当たりの第２の数の高傾角粒界を形成する工程を含
む、請求項３に記載の半導体結晶層の製造方法。
【請求項５】  前記一領域当たりの第１の数の高傾角粒
界を形成する工程は、結晶格子不整合角度が１５度～９
０度の範囲内である、一領域当たりの第１の数の高傾角
粒界を形成する工程を含み、
前記一領域当たりの第２の数の高傾角粒界を形成する工
程は、結晶格子不整合角度が１５度～９０度の範囲内で
ある、該一領域当たりの第１の数より少ない、一領域当
たりの第２の数の高傾角粒界を形成する工程を含む、請
求項４に記載の半導体結晶層の製造方法。
【請求項６】  前記一領域当たりの第１の数の高傾角粒
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界を形成する工程は、第１の距離分隔てられている、隣
接する高傾角粒界を形成する工程を含み、
前記一領域当たりの第１の数より少ない、一領域当たり
の第２の数の高傾角粒界を形成する工程は、該第１の距
離より長い第２の距離分隔てられている隣接する高傾角
粒界を形成する工程を含む、請求項４に記載の半導体結
晶層の製造方法。
【請求項７】  前記第２の領域にチャネル範囲を含む少
なくとも一つのトランジスタを形成する工程と、
前記第１の領域にチャネル範囲を含む少なくとも一つの
トランジスタを形成する工程とをさらに包含する、請求
項６に記載の半導体結晶層の製造方法。
【請求項８】  前記第２の領域にチャネル範囲を含む少
なくとも一つのトランジスタを形成する工程は、隣接す
る高傾角粒界の間に、前記第２の距離以下の長さのトラ
ンジスタチャネル範囲を完全に形成する工程を含む、請
求項７に記載の半導体結晶層の製造方法。
【請求項９】  前記第１の領域にチャネル範囲を含む少
なくとも一つのトランジスタを形成する工程は、少なく
とも一つの高傾角粒界を含み、前記第１の距離より長い
長さのトランジスタチャネル範囲を形成する工程を含
む、請求項８に記載の半導体結晶層の製造方法。
【請求項１０】  複数のマスクを選択する工程と、
前記レーザービームを各マスクに通して照射し、前記半
導体基板の対応する領域をアニーリングする工程と、
前記半導体層の各領域において、特定の結晶状態に成長
させる工程とをさらに包含する、請求項１に記載の半導
体結晶層の製造方法。
【請求項１１】  前記レーザービームを前記第１のマス
クに通して照射し、前記半導体基板の第１の領域をアニ
ーリングする工程は、該第１のマスクを用いて、半導体
層の複数の隣接しない範囲をレーザーアニーリングする
工程を含み、
該レーザービームを前記第２のマスクに通して照射し、
該半導体基板の第２の領域をアニーリングする工程は、
該第２のマスクを用いて、該半導体層の複数の隣接しな
い範囲をレーザーアニーリングする工程を含む、請求項
１に記載の半導体結晶層の製造方法。
【請求項１２】  前記第１のマスクを用いて、前記半導
体層の複数の隣接しない範囲をレーザーアニーリングす
る工程は、
各第１の領域範囲を、前記照射されたレーザービームに
連続的に曝す工程と、
該各第１の領域範囲の隣接しない範囲を、連続的にアニ
ーリングする工程とを含む、請求項１１に記載の半導体
結晶層の製造方法。
【請求項１３】  前記半導体層にわたって、隣接する範
囲の順序を確立する工程と、
前記レーザービームと、該確立された順序で該半導体層
とをアラインメントさせる工程とをさらに包含し、
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前記第１のマスクを用いて、前記半導体層の複数の隣接
しない範囲をレーザーアニーリングする工程は、該レー
ザービームが第１の領域範囲とアラインメントされる場
合、該第１のマスクを通して該レーザービームを照射す
る工程を含み、
前記第２のマスクを用いて、該半導体層の複数の隣接し
ない範囲をレーザーアニーリングする工程は、該レーザ
ービームが第２の領域範囲とアラインメントされる場
合、該第２のマスクを通して該レーザービームを照射す
る工程を含む、請求項１１に記載の半導体結晶層の製造
方法。
【請求項１４】  隣接する結晶ドメインの間に第１の格
子不整合部を有する結晶化材料を含む半導体層を有する
第１の領域と、
隣接する結晶ドメインの間に該第１の格子不整合部より
小さい第２の格子不整合部を有する結晶化材料を含む半
導体層を有する第２の領域と、
を含む結晶特性を有する半導体基板。
【請求項１５】  結晶化材料を含む半導体層を有する複
数の領域をさらに含み、各領域は、隣接する結晶ドメイ
ンの間にある程度の度合いの格子不整合部を有する、請
求項１４に記載の結晶特性を有する半導体基板。
【請求項１６】  前記第１の領域は、一領域当たりの第
１の数の高傾角粒界を含み、
前記第２の領域は、該一領域当たりの第１の数より少な
い、一領域当たりの第２の数の高傾角粒界を含む、請求
項１４に記載の結晶特性を有する半導体基板。
【請求項１７】  前記第１の領域は、結晶格子不整合角
度が１５度～９０度の範囲内である、一領域当たりの第
１の数の高傾角粒界を含み、
前記第２の領域は、結晶格子不整合角度が１５度～９０
度の範囲内である、該一領域当たりの第１の数より少な
い、一領域当たりの第２の数の高傾角粒界を含む、請求
項１６に記載の結晶特性を有する半導体基板。
【請求項１８】  前記第１の領域は、第１の距離分隔て
られている、隣接する高傾角粒界を含み、
前記第２の領域は、該第１の距離より長い第２の距離分
隔てられている、隣接する高傾角粒界を含む、請求項１
６に記載の結晶特性を有する半導体基板。
【請求項１９】  前記第２の領域に形成されたチャネル
範囲を含む少なくとも一つのトランジスタと、
前記第１の領域に形成されたチャネル範囲を含む少なく
とも一つのトランジスタと、をさらに含む、請求項１８
に記載の結晶特性を有する半導体基板。
【請求項２０】  前記第２の領域トランジスタチャネル
範囲の長さが、第２の距離以下であり、隣接する高傾角
粒界の間に完全に形成される、請求項１９に記載の結晶
特性を有する半導体基板。
【請求項２１】  前記第１の領域トランジスタチャネル
範囲の長さが、第１の距離より長く、少なくとも一つの*
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*高傾角粒界を含む、請求項２０に記載の結晶特性を有す
る半導体基板。
【請求項２２】  前記半導体層はシリコンである、請求
項１４に記載の結晶特性を有する半導体基板。
【請求項２３】  複数の結晶特性のトランジスタを含む
多結晶シリコン結晶特性を有する半導体基板であって、
少なくとも一つのトランジスタが、少なくとも一つの高
傾角粒界を含む、高傾角粒界の間の距離よりも長い長さ
のチャネル範囲を有する、第１の領域と、
少なくとも一つのトランジスタが、隣接する高傾角粒界
の間に完全に形成された、高傾角粒界の間の距離以下の
長さのチャネル範囲を有する、第２の領域とを含む多結
晶シリコン結晶特性を有する半導体基板。
【請求項２４】  半導体結晶層を有する基板を用いて製
造された液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）パネルであって、
隣接する結晶ドメインの間に第１の格子不整合部を有す
る結晶化材料を含む第１の領域と、
隣接する結晶ドメインの間に該第１の格子不整合部より
小さい第２の格子不整合部を有する結晶化材料を含む第
２の領域とを含む液晶ディスプレイパネル。
【請求項２５】  半導体結晶層を有する基板を用いて製
造された液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）パネルであって、
隣接する結晶ドメインの間に、第１の格子不整合部を有
する結晶化材料を含むピクセルアレイ基板領域と、
隣接する結晶ドメインの間に、該第１の格子不整合部よ
り小さい第２の格子不整合部を有する結晶化材料を含む
カラムドライバ基板領域と、
隣接する結晶ドメインの間に、該第１の格子不整合部よ
り小さい第３の格子不整合部を有する結晶化材料を含む
ロウドライバ基板領域と、
隣接する結晶ドメインの間に、該第２および第３の格子
不整合部より小さい第４の格子不整合部を有する結晶化
材料を含むオンボードメモリ基板領域とを含む液晶ディ
スプレイパネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、概して、半導体結
晶層の製造方法、より具体的には、レーザーアニーリン
グプロセスを用いて、対応する複数のマスクによって、
異なる結晶特性の複数の領域を有する半導体結晶層の製
造方法およびその半導体結晶層を持つ半導体基板、さら
にはその半導体結晶層を用いた液晶ディスプレイ（ＬＣ
Ｄ）パネルに関する。
【０００２】
【従来の技術】多結晶シリコン（ポリＳｉ）材料が、ア
クティブマトリクス（ＡＭ）基板のポリＳｉ薄膜トラン
ジスタ（ＴＦＴ）のアクティブ層として用いられる。こ
のような基板は、ＡＭ液晶ディスプレイを製造するため
に用いられてもよいし、例えば、有機発光ダイオード
（ＯＬＥＤ）などの他のディスプレイ技術と組み合わせ
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られてもよい。
【０００３】ポリＳｉ材料は、典型的には、初期に堆積
されたアモルファスＳｉ（ａ－Ｓｉ）層の結晶化によっ
て形成される。このプロセスは、固相結晶化（ＳＰ
Ｃ）、すなわち、ａ－Ｓｉ層を、炉の中で、適切な温度
で、充分長い時間アニーリングすることによって達成さ
れ得る。あるいは、レーザーアニーリングが、相転移を
達成するために用いられてもよい。
【０００４】従来、全ての結晶化技術が、基板領域を通
じて均一な特性のポリＳｉ層を生産するように、所定の
基板に適用される。すなわち、基板領域上には、空間的
な特性の違いがない。この最終結果が得られる理由のう
ち最も重要な理由は、現行の方法では、このような特性
の差異化を達成することが不可能なことである。例え
ば、ａ－Ｓｉ層が、炉の中で、または、高速熱アニーリ
ングによってアニーリングされる場合、全ての層が同じ
温度に曝され、同じ特性のポリＳｉ材料が得られる。従
来のレーザーアニーリングの場合、多少の差異化があり
得るが、スループットの損失の点から、余り高くない性
能利得の場合でも、価格が非常に高い。従って、従来の
レーザーアニーリングについても、このような特性の差
異化は、実際には、容易でない。
【０００５】最近、技術が適用される方法における自由
度および得られる層微細構造における自由度を非常に高
くすることが可能な新たなレーザーアニーリング技術が
開発されている。この技術は、非常に細いレーザービー
ムを用いる、Ｓｉ粒子の横方向成長に依存する。Ｓｉ粒
子の横方向成長は、レーザービームをビーム形成マスク
を通して通過させ、マスクのイメージをアニーリングさ
れている層に照射することによって生成される。この方
法は、レーザー誘導横方向成長（ＬＩＬａＣ）と呼ばれ
る。
【０００６】図１に、ＬＣ－ＥＬＡアニーリングプロセ
ス（従来技術）における工程を示す。工程１に示すよう
に、最初に、アモルファスシリコン層を、適切なマスク
によって、狭い「ビームレット」のアレイに形成された
レーザービームで照射する。ビームレットの形は、変動
し得る。工程１～４で、各ビームレットは、幅が狭い、
約３～５ミクロン（μｍ）の直線のスリットとして形成
される。図において、このスリットは、２本の太線で表
される。スリットの幅は、この２本の線の間の距離であ
る。この幅は、変動し得るが、最終的には、達成可能な
横方向成長の長さ（ＬＧＬ）、すなわち、照射された領
域の端から、結晶が横方向に（内側に）成長し得る距離
として定義される長さに依存する。典型的には、ビーム
レットの幅は、対応するＬＧＬの二分の一の長さよりわ
ずかに短くなるように設計される。
【０００７】図１の一連の工程は、ＬＣ－ＥＬＡプロセ
スによる、長いポリシリコン粒子の成長を表す。照射繰
り返しアプローチが用いられる。レーザービームレット

6
幅（２本の平行な太い黒線によって示される）は、層を
照射し、横方向成長の長さ（Ｌ）の半分より短い距離
（ｄ）（すなわち、ｄ＜Ｌ／２）移動する。この照射繰
り返しプロセスを用いることによって、結晶粒子を、初
期照射の点から、照射工程が停止する点まで、連続的に
成長させることが可能である。Ｌは、層の厚さと基板の
温度との組合せに依存する。例えば、典型的なＬの値
は、５０ナノメートル（ｎｍ）の厚さの層で、室温の場
合、約１．２ミクロン（μｍ）である。各工程で、粒子
は、以前の工程で形成された多結晶シリコン（ポリＳ
ｉ）材料の結晶種から横方向に成長することが可能であ
る。
【０００８】図２は、従来の光学系マスク（従来技術）
の平面図である。上記のプロセスは、ゾーンメルティン
グ結晶化（ＺＭＲ）法または他の類似のプロセスにおけ
る、結晶の横方向の「引っ張り」と等しい。結果とし
て、結晶は、「引っ張り」方向、すなわち、ビームレッ
トが進む方向（図１に矢印で示す）に沿って、非常に高
い特性を達成する傾向がある。このプロセスは、（マス
ク上の各スリットから）並行して行われ、基板上へのマ
スクの照射によって覆われる領域の高速の結晶化を可能
にする。この領域が結晶化された後、基板は、新たな
（アニーリングされていない）位置に移動して、プロセ
スが繰り返される。
【０００９】図３は、上記の光照射および照射繰り返し
プロセス（従来技術）を用いるシステムの図である。レ
ーザー照射の照射繰り返しの局面に起因して、基板を均
一に処理する炉によるプロセスとは反対に、ＬＩＬａＣ
プロセスは、形成されるポリＳｉ材料の特性の意図的な
空間的ばらつきの可能性を有する。このような意図的な
ばらつきは、複数の部品が、ＬＣＤディスプレイに集積
されており、各部品が、異なる規格および材料性能要件
を有する用途において有用である。
【００１０】基板の異なる領域が、基板領域の機能に適
合するように異なる特性規格に対して形成されること
は、有用である。
【００１１】基板全体が、基板のある特定領域のより厳
しい特性要件を満たすためにアニーリングされる必要が
ないことは、有用である。
【００１２】照射繰り返しレーザーアニーリングプロセ
スが、基板の異なる領域を、必要に応じて、異なるレベ
ルの特性にアニーリングするために用いられ得ること
は、有用である。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、ＴＦ
Ｔなどの素子形成において用いられるシリコン基板に適
した複数の結晶材料を含む半導体結晶層の製造方法、そ
れを有する半導体基板、さらにこの半導体基板を用いた
ＬＣＤパネルを提供することである。なお、この半導体
結晶層は、複数の領域を有しており、各領域は、隣接す
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7
る結晶ドメイン間に、異なる格子不整合部を有する。
【００１４】
【課題を解決するための手段】本発明による半導体結晶
層の製造方法は、複数の結晶特性を有する半導体結晶層
の製造方法であって、第１のパターンを有する第１のマ
スクを通してレーザービームを半導体基板の第１の領域
に照射することにより該第１の領域をアニーリングする
工程と、該第１の領域のアニーリング工程により、該第
１の領域の半導体層において、第１の結晶状態に成長さ
せる工程と、第２のパターンを有する第２のマスクを通
して該レーザービームを該半導体基板の第２の領域に照
射することにより該第２の領域をアニーリングする工程
と、該第２の領域のアニーリング工程により、該第２の
領域の半導体層において、該第１の結晶状態とは異なる
第２の結晶状態に成長させる工程とを包含し、それによ
り上記目的が達成される。
【００１５】前記第１の領域をアニーリングする工程の
前に、前記第１のマスクパターンを有する第１のマスク
を選択する工程をさらに有し、前記第１の領域をアニー
リングする工程の前に、前記第２のマスクパターンを有
する第２のマスクを選択する工程をさらに有してもよ
い。
【００１６】前記第１の領域の半導体層において、前記
第１の結晶状態に成長させる工程は、隣接する結晶ドメ
インの間に第１の格子不整合部を有する結晶化材料を作
製する工程を含み、第２の領域の前記半導体層におい
て、前記第２の結晶状態に成長させる工程は、隣接する
結晶ドメインの間に、該第１の格子不整合部より小さい
第２の格子不整合部を有する結晶化材料を作製する工程
を含んでもよい。
【００１７】前記隣接する結晶ドメインの間に第１の格
子不整合部を有する結晶化材料を作製する工程は、一領
域当たりの第１の数の高傾角粒界を形成する工程を含
み、前記隣接する結晶ドメインの間に該第１の格子不整
合部より小さい第２の格子不整合部を有する結晶化材料
を作製する工程は、一領域当たりの第１の数より少な
い、一領域当たりの第２の数の高傾角粒界を形成する工
程を含んでもよい。
【００１８】前記一領域当たりの第１の数の高傾角粒界
を形成する工程は、結晶格子不整合角度が１５度～９０
度の範囲内である、一領域当たりの第１の数の高傾角粒
界を形成する工程を含み、前記一領域当たりの第２の数
の高傾角粒界を形成する工程は、結晶格子不整合角度が
１５度～９０度の範囲内である、該一領域当たりの第１
の数より少ない、一領域当たりの第２の数の高傾角粒界
を形成する工程を含んでもよい。
【００１９】前記一領域当たりの第１の数の高傾角粒界
を形成する工程は、第１の距離分隔てられている、隣接
する高傾角粒界を形成する工程を含み、前記一領域当た
りの第１の数より少ない、一領域当たりの第２の数の高
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傾角粒界を形成する工程は、該第１の距離より長い第２
の距離分隔てられている隣接する高傾角粒界を形成する
工程を含んでもよい。
【００２０】前記第２の領域にチャネル範囲を含む少な
くとも一つのトランジスタを形成する工程と、前記第１
の領域にチャネル範囲を含む少なくとも一つのトランジ
スタを形成する工程とをさらに包含してもよい。
【００２１】前記第２の領域にチャネル範囲を含む少な
くとも一つのトランジスタを形成する工程は、隣接する
高傾角粒界の間に、前記第２の距離以下の長さのトラン
ジスタチャネル範囲を完全に形成する工程を含んでもよ
い。
【００２２】前記第１の領域にチャネル範囲を含む少な
くとも一つのトランジスタを形成する工程は、少なくと
も一つの高傾角粒界を含み、前記第１の距離より長い長
さのトランジスタチャネル範囲を形成する工程を含んで
もよい。
【００２３】複数のマスクを選択する工程と、前記レー
ザービームを各マスクに通して照射し、前記半導体基板
の対応する領域をアニーリングする工程と、前記半導体
層の各領域において、特定の結晶状態に成長させる工程
とをさらに包含してもよい。
【００２４】前記レーザービームを前記第１のマスクに
通して照射し、前記半導体基板の第１の領域をアニーリ
ングする工程は、該第１のマスクを用いて、半導体層の
複数の隣接しない範囲をレーザーアニーリングする工程
を含み、該レーザービームを前記第２のマスクに通して
照射し、該半導体基板の第２の領域をアニーリングする
工程は、該第２のマスクを用いて、該半導体層の複数の
隣接しない範囲をレーザーアニーリングする工程を含ん
でもよい。
【００２５】前記第１のマスクを用いて、前記半導体層
の複数の隣接しない範囲をレーザーアニーリングする工
程は、各第１の領域範囲を、前記照射されたレーザービ
ームに連続的に曝す工程と、該各第１の領域範囲の隣接
しない範囲を、連続的にアニーリングする工程とを含ん
でもよい。
【００２６】前記半導体層にわたって、隣接する範囲の
順序を確立する工程と、前記レーザービームと、該確立
された順序で該半導体層とをアラインメントさせる工程
とをさらに包含し、前記第１のマスクを用いて、前記半
導体層の複数の隣接しない範囲をレーザーアニーリング
する工程は、該レーザービームが第１の領域範囲とアラ
インメントされる場合、該第１のマスクを通して該レー
ザービームを照射する工程を含み、前記第２のマスクを
用いて、該半導体層の複数の隣接しない範囲をレーザー
アニーリングする工程は、該レーザービームが第２の領
域範囲とアラインメントされる場合、該第２のマスクを
通して該レーザービームを照射する工程を含んでもよ
い。



(6) 特開２００３－２８２４４１

10

20

30

40

50

9
【００２７】本発明による結晶特性を有する半導体基板
は、隣接する結晶ドメインの間に第１の格子不整合部を
有する結晶化材料を含む半導体層を有する第１の領域
と、隣接する結晶ドメインの間に該第１の格子不整合部
より小さい第２の格子不整合部を有する結晶化材料を含
む半導体層を有する第２の領域とを含み、それにより上
記目的が達成される。
【００２８】結晶化材料を含む半導体層を有する複数の
領域をさらに含み、各領域は、隣接する結晶ドメインの
間にある程度の度合いの格子不整合部を有してもよい。
【００２９】前記第１の領域は、一領域当たりの第１の
数の高傾角粒界を含み、前記第２の領域は、該一領域当
たりの第１の数より少ない、一領域当たりの第２の数の
高傾角粒界を含んでもよい。
【００３０】前記第１の領域は、結晶格子不整合角度が
１５度～９０度の範囲内である、一領域当たりの第１の
数の高傾角粒界を含み、前記第２の領域は、結晶格子不
整合角度が１５度～９０度の範囲内である、該一領域当
たりの第１の数より少ない、一領域当たりの第２の数の
高傾角粒界を含んでもよい。
【００３１】前記第１の領域は、第１の距離分隔てられ
ている、隣接する高傾角粒界を含み、前記第２の領域
は、該第１の距離より長い第２の距離分隔てられてい
る、隣接する高傾角粒界を含んでもよい。
【００３２】前記第２の領域に形成されたチャネル範囲
を含む少なくとも一つのトランジスタと、前記第１の領
域に形成されたチャネル範囲を含む少なくとも一つのト
ランジスタとをさらに含んでもよい。
【００３３】前記第２の領域トランジスタチャネル範囲
の長さが、第２の距離以下であり、隣接する高傾角粒界
の間に完全に形成されてもよい。
【００３４】前記第１の領域トランジスタチャネル範囲
の長さが、第１の距離より長く、少なくとも一つの高傾
角粒界を含んでもよい。
【００３５】前記半導体層はシリコンであってもよい。
【００３６】本発明による多結晶シリコン結晶特性を有
する半導体基板は、複数の結晶特性のトランジスタを含
む多結晶シリコン結晶特性を有する半導体基板であっ
て、少なくとも一つのトランジスタが、少なくとも一つ
の高傾角粒界を含む、高傾角粒界の間の距離よりも長い
長さのチャネル範囲を有する、第１の領域と、少なくと
も一つのトランジスタが、隣接する高傾角粒界の間に完
全に形成された、高傾角粒界の間の距離以下の長さのチ
ャネル範囲を有する、第２の領域とを含み、それにより
上記目的が達成される。
【００３７】本発明による液晶ディスプレイパネルは、
半導体結晶層を有する基板を用いて製造された液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ）パネルであって、隣接する結晶ドメ
インの間に第１の格子不整合部を有する結晶化材料を含
む第１の領域と、隣接する結晶ドメインの間に該第１の
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格子不整合部より小さい第２の格子不整合部を有する結
晶化材料を含む第２の領域とを含み、それにより上記目
的が達成される。
【００３８】本発明による液晶ディスプレイパネルは、
半導体結晶層を有する基板を用いて製造された液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ）パネルであって、隣接する結晶ドメ
インの間に、第１の格子不整合部を有する結晶化材料を
含むピクセルアレイ基板領域と、隣接する結晶ドメイン
の間に、該第１の格子不整合部より小さい第２の格子不
整合部を有する結晶化材料を含むゲート若しくはソース
ドライバ基板領域と、隣接する結晶ドメインの間に、該
第１の格子不整合部より小さい第３の格子不整合部を有
する結晶化材料を含むゲート若しくはソースドライバ基
板領域と、隣接する結晶ドメインの間に、該第２および
第３の格子不整合部より小さい第４の格子不整合部を有
する結晶化材料を含むオンボードメモリ基板領域とを含
み、それにより上記目的が達成される。
【００３９】本発明は、結晶化特性に意図的なばらつき
を有する所与の基板上のポリＳｉ材料を生産するプロセ
スについて記載する。さらに、プロセスは、所与の特性
のｐ－Ｓｉ材料を、処理された基板内の正確な位置に、
精密、かつ再現可能に配置し得る。
【００４０】同じ基板上の可変ポリＳｉ材料特性を用い
ることによって、異なる材料要件を有し、同時にプロセ
スのスループットを最適化する、部品のモノリシック集
積が可能になる。プロセスのスループットは、ｐ－Ｓｉ
材料特性に反比例する。すなわち、低いスループット
は、高い特性に対応する。しかし、ポリ－Ｓｉ材料特性
および基板上に占める領域も、同様に反比例の関係であ
る（小さい領域に対して高い特性）。従って、本発明に
よって説明された様態で、ＬＩＬａＣ技術を利用するこ
とによって、スループットを向上させ、進んだ部品の集
積を可能にする機会が存在する。
【００４１】従って、可変特性基板材料を製造する方法
が提供される。この方法は、第１のマスクパターンを有
する第１のマスクを選択する工程と、第１のマスクを通
してレーザービームを照射して、半導体基板の第１の領
域をアニーリングする工程と、半導体層の該第１の領域
において、第１の結晶状態に成長させる工程と、第２の
マスクパターンを有する第２のマスクを選択する工程
と、該第２のマスクを通してレーザービームを照射し
て、第２の領域の半導体層をアニーリングする工程と、
該半導体層の該第２の領域において、該第１の結晶状態
とは異なる第２の結晶状態に成長させる工程とを包含す
る。
【００４２】より具体的には、基板の材料がシリコンで
ある場合、第１および第２の結晶状態は、それぞれの結
晶化された領域内の隣接する結晶ドメインの間の格子不
整合の定量的測定基準を有する結晶材料の作製に関わ
る。例えば、隣接する結晶ドメインの間の格子不整合
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は、一領域当たりの高傾角粒界の数として測定され得
る。高傾角粒界は、結晶格子不整合が１５度から９０度
の範囲内である、隣接する結晶ドメインを隔てる境界で
ある。例を続けると、第１の領域において、一領域当た
りの第１の数の高傾角粒界を形成する工程は、第１の距
離分隔てられている、隣接する高傾角粒界を形成する工
程を含み得、第２の領域において、一領域当たりの第１
の数より少ない、一領域当たりの第２の数の高傾角粒界
を形成する工程は、第１の距離より長い第２の距離分隔
てられている、隣接する高傾角粒界を形成する工程を含
み得る。
【００４３】隣接する高傾角境界の間の距離の測定基準
は、特性の測定基準としても有用であり得る。例えば、
上記の第２の（より長い）距離は、第２の領域におい
て、隣接する高傾角境界の間に、第１の領域においては
形成されることができないトランジスタチャネル範囲の
完全な形成を可能にし得る。
【００４４】いくつかの局面において、この方法は、複
数のマスクを選択する工程と、各マスクを通して、レー
ザービームを照射して、半導体基板の対応する領域をア
ニーリングする工程と、半導体層の各領域において、特
定の結晶状態に成長させる工程とをさらに包含する。
【００４５】上記の方法のさらなる細部および可変特性
基板について、以下に説明する。
【００４６】
【発明の実施の形態】図４は、本発明による結晶特性を
有する半導体基板の平面図である。基板１００は、隣接
する結晶ドメイン間に第１の格子不整合を有する結晶化
材料を含む半導体層を有する、第１の領域（膜領域）１
０２と、隣接する結晶ドメイン間に、第１の格子不整合
よりも小さい第２の格子不整合を有する結晶化材料を含
む半導体層を有する第２の領域１０４とを含む。特に対
象となるのは、ＬＣＤのパネルを製造する、基板のＴＦ
Ｔの形成において用いられるシリコン基板である。結晶
材料を含む半導体層を有する複数の領域が示されてお
り、各領域は、隣接する結晶ドメイン間に、ある程度の
度合いの格子不整合を有する。
【００４７】より具体的には、第１の領域（範囲１）１
０２、第２の領域（範囲２）１０４、第３の領域（範囲
３）１０６、および第４の領域（範囲４）１０８が示さ
れている。第１の領域１０２は、第１のマスク、または
第１のマスクパターンと関連付けられる。同様に、第２
の領域１０４は、第２のマスクを用いて形成され、第３
の領域１０６は、第３のマスクを用いて形成され、第４
の領域１０８は、第４のマスクを用いて形成される。四
つの異なる領域が示されているが、本発明の基板１００
は、任意の特定の数の領域に限定されることはなく、任
意の特定の数のマスクの使用に限定されることもない。
領域が、基板の四つの象限において繰り返されることに
注意されたい。あるいは、隣接しない第１の領域１０２
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が基板上に形成される。同様に、隣接しない第２、第
３、第４の領域１０４／１０６／１０８が形成される。
上記と同様、本発明の基板１００は、任意の特定の異な
る領域のパターン、隣接しない領域のパターン、または
隣接しない領域の数に限定されることはない。
【００４８】特性の測定基準として、第１の領域１０２
は、一領域当たりの第１の数の高傾角粒界を含む。この
測定基準には、領域内の結晶粒子の数、粒子間の高傾角
境界の数、および領域のサイズにおける考慮が含まれ
る。第２の領域１０４は、一領域当たりの第１の数より
小さい、一領域当たりの第２の数の高傾角粒界を含む。
従って、第２の領域１０４における多結晶材料は、第１
の領域１０２における多結晶材料よりも高い特性であ
る。第２の領域１０４に形成されたトランジスタは、よ
り高い電子移動度を有するはずである。あるいは、第１
の領域１０２は、結晶格子の不整合角度が１５度から９
０度の範囲内である、一領域当たりの第１の数の高傾角
粒界を含み、第２の領域１０４は、結晶格子不整合が１
５度から９０度の範囲内である、一領域当たりの第１の
数より少ない一領域当たりの第２の数の高傾角粒界を含
む。
【００４９】図５に、図４の基板の第１の領域１０２お
よび第１の領域１０２を形成するために用いられ得るマ
スク５００を示す。第１の領域は、第１の距離５０２分
隔てられている、隣接する高傾角粒界を含む。高傾角境
界の間は、１５度よりも小さい結晶格子不整合角を有す
る低角領域であり、上記の図１の説明において説明され
た。
【００５０】図６に、図４の基板の第２の領域１０４お
よび第２の領域１０４を形成するために用いられ得るマ
スク６００を示す。第２の領域１０４は、第１の距離
（図５参照）よりも長い第２の距離６０２分隔てられて
いる、隣接する高傾角粒界を含む。
【００５１】図７は、図４の基板の第１および第２の領
域１０２／１０４に形成されたトランジスタの比較を示
す図である。図に示すように、チャネル領域７０２を含
む少なくとも一つのトランジスタ７００が、第２の領域
１０４に形成され、チャネル領域７０６を含む少なくと
も一つのトランジスタ７０４が、第１の領域１０２に形
成される。第２の領域トランジスタのチャネル領域７０
２の長さ７０８は、第２の距離以下の長さであり、隣接
する高傾角粒界（ＧＢ）の間に完全に形成されている。
第１の領域トランジスタのチャネル領域７０６の長さ７
１０は、第１の距離より長く、少なくとも一つの高傾角
粒界を含む。図に示すように、チャネル領域は、三つの
高傾角粒界にまたがる。
【００５２】図７のトランジスタが、本発明の一例とし
てのみ提供されていることが理解されるべきである。基
板のいくつかの局面において、チャネル範囲は、第１の
領域および第２の領域の両方において、高傾角粒界にか



(8) 特開２００３－２８２４４１

10

20

30

40

50

13
かり得るが、第２の領域チャネル７０２によってかかる
高傾角粒界の数は、第１の領域チャネル７０６によって
かかる数より少ない。他の局面において、両方の領域
は、チャネル範囲が隣接する高傾角境界の間に形成され
ることを可能にするが、第２の領域は、特性がより高い
チャネル範囲の一領域当たりの数がより多くなることを
可能にする。さらに、高角隣接境界の間の距離は、特性
の測定基準のうちの一つに過ぎないことが理解されるべ
きである。基板範囲における結晶特性を定性的に表す、
同様に有効な他の手段が存在するが、簡略化するため、
本明細書では触れていない。
【００５３】（機能的な記述）本発明による可変ポリ－
Ｓｉ材料（結晶）特性を形成するプロセスは、異なるビ
ーム形成マスク設計および／またはマスクに対して移動
する基板の異なるスキャン方式の利用に依存する。異な
るマスク設計および対応する微細構造の二つの例を、図
５および６に示す。これらの二つの設計の主な違いは、
二つの連続する（隣接する）高傾角粒界の間に含まれる
範囲である、横方向成長範囲の長さである。この範囲が
充分に大きくされる場合、ＴＦＴのチャネル全体は、こ
の範囲内に適合し得、これは、ＴＦＴチャネルに高傾角
粒界が存在しないことを意味する。しかし、充分に広い
このような高い特性の材料の領域を形成するため、基板
に対する基板の速度は、低減する必要があり、結果とし
て、プロセスのスループットが低減することにつなが
る。反対に、より低い特性のトランジスタが、ＴＦＴの
チャネル領域内に存在することが許容される高傾角境界
とともに用いられ得る場合には、より高速なプロセスが
実現され得、大幅に高いスループットが得られる。より
低い特性の材料の場合においても、高傾角粒界を特定の
位置に精密に配置するＬＩＬａＣプロセスの能力が、よ
り均一な材料およびより均一なデバイス性能を生産する
ことも言及されるべきである。
【００５４】図５において、マスク設計（「階段型」設
計における二つの段）によって、高傾角境界によって隔
てられている、比較的狭い横方向成長範囲を有する材料
が得られる。これらの境界の位置は、マスク上の隣接す
るオフセットスリットの中心線によって規定されてい
る。図６の第２のマスク設計において、横方向成長は、
複数段の「階段型スリット」設計を用いることによっ
て、大幅に延長されている。この場合、横方向成長範囲
は、各階段型スリットの最も右の端の「段」のほぼ中央
の位置から延びる高傾角境界の間で、境界が定められて
いる。
【００５５】ｎが、複数段の階段設計の段の数を表す場
合、２段オフセット設計と複数段階段型設計との間の基
板ステージスピードの低減は、２／ｎ倍である。スルー
プットの低減も、この比と相似する。
【００５６】ＴＦＴ性能の向上は、図７に示すように、
ＴＦＴチャネルをポリＳｉ微細構造に重ね合わせること
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によって理解され得る。左の図に示すように、二つのオ
フセットスリットマスク設計によって生成される、ｐ－
Ｓｉ材料で製造されるＴＦＴのチャネルには高傾角境界
がいくらか含まれる。対照的に、複数段階段型マスク設
計で製造されたＴＦＴのチャネルには、高傾角粒界（Ｇ
Ｂ）が含まれていない。他の変形例は、これらの二つの
場合の間の材料の特性が得られるが、適切なマスク設計
によって容易に実現され得る。他のマスク設計も、これ
らの実施例よりも、さらに良好な性能の材料を生産する
ように実現され得る。例えば、高角または低角粒界のな
い単結晶Ｓｉ材料である。
【００５７】次に、パネル上の所定の座標の範囲に予め
選択された特性の材料を形成する方法が説明される。こ
の方法は、複数の異なるマスクを用いるが、各マスク
は、ある特定のポリＳｉ材料特性を生成するパターン方
式を有する。より正確な登録システムが、適切な位置に
基板を移動させるために用いられ、所望の領域の結晶化
が、適切なマスクを用いて行われる。基板は、他の位置
に移動し、新たなマスクが必要とされる場合、予めセッ
トされた一組のマスクから新たなマスクが同時に選択さ
れ、その位置に動かされる。プロセスの間、基板は、ｘ
軸およびｙ軸に動くだけではなく、ユーザの要件に依存
して、回転もし得る。プロセスは、適切な領域全てが結
晶化されるまで繰り返される。その後、基板が取り外さ
れ、新たな基板がセットされる。プロセスは、以下のよ
うにまとめられる。
【００５８】一群のマスクをセットする
基板をセットする／アラインメントする／ホームに戻す
基板を第１の位置に移動させる／第１のマスクをセット
する
特定された第１の範囲をアニーリングする
基板を第２の位置に移動させる／必要な場合第１のマス
クを取り外し、第２のマスクをセットする
特定された第２の範囲をアニーリングする
基板を移動させ／マスクを取り外し、セットする工程
を、基板の完全な結晶化を完了するために必要な回数繰
り返す
基板を取り外す／新たな基板をセットする
図４に、このプロセスの最終結果の一例を示す。この例
において、「１」とマーキングされた全ての範囲は、ま
ず、マスク１でアニーリングされ、その後、「２」とマ
ーキングされた範囲が、マスク２によってアニーリング
され、「３」とマーキングされた範囲が、マスク３によ
ってアニーリングされ、最終的に、「４」とマーキング
された範囲が、マスク４によってアニーリングされる。
範囲１は、最も低い特性のポリＳｉ材料を必要とする、
ＬＣＤディスプレイピクセルアレイであり得る。範囲２
は、より高い特性の材料を必要とする、ディスプレイの
ＬＣＤゲート若しくはソースドライバであり得る。範囲
３は、カラムドライバと同じ特性の材料から製造される
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か、または、より高い特性の材料から製造され得る、デ
ィスプレイのＬＣＤゲート若しくはソースドライバであ
り得る。範囲４は、全ての範囲で最も高い特性の材料を
必要とする、例えば、オンボードメモリまたは他の特別
な機構などのより高い機能が組み込まれたＬＣＤディス
プレイ上の領域を表し得る。
【００５９】本発明による特性のセグメント化方法を用
いることによって、このような複雑な構造を有する基板
を準備するための時間は、範囲４のより厳しい特性要件
を用いて全ての領域を結晶化する場合に必要な時間より
も短くなる。
【００６０】図８は、本発明による可変特性基板材料を
製造する方法を示すフローチャートである。この方法
は、明瞭化のため、一連の数字が付けられた工程として
表されているが、明記されていない限り、数字から順序
が推測されるべきではない。これらの工程のうちのいく
つかは、飛ばされてもよいし、並行して行われてもよい
し、一連の順序を厳密に維持して行われる必要もないこ
とが理解される必要がある。この方法は、工程８００で
開始される。工程８０２は、第１のマスクパターンを有
するマスクを選択する工程である。工程８０４は、第１
のマスクを通して、レーザービームを照射して、半導体
基板の第１の領域をアニーリングする工程である。工程
８０６は、第１の領域の半導体層において第１の結晶状
態に成長させる工程である。工程８０８は、第２のマス
クパターンを有する第２のマスクを選択する工程であ
る。工程８１０は、第２のマスクを通して、レーザービ
ームを照射して、第２の領域の半導体層をアニーリング
する工程である。工程８１２は、第２の領域の半導体層
において、第１の結晶状態とは異なる第２の結晶状態に
成長させる工程である。
【００６１】方法のいくつかの局面において、工程８０
６で、第１の領域の半導体層において第１の結晶状態に
成長させる工程は、隣接する結晶ドメインの間に、第１
の格子不整合を有する結晶化材料を作製する工程を含
み、工程８１２で、第２の領域の半導体層において第２
の結晶状態に成長させる工程は、隣接する結晶ドメイン
の間に、第１の格子不整合より小さい第２の格子不整合
を有する結晶化材料を作製する工程を含む。
【００６２】他の局面において、工程８０６で、結晶境
界領域の間に、第１の格子不整合を有する結晶化材料を
作製する工程は、一領域当たりの第１の数の高傾角粒界
を形成する工程を含む。一領域当たりの第１の数の高傾
角粒界を形成する工程は、結晶化格子不整合角度が１５
度から９０度の範囲内である、一領域当たりの第１の数
の高傾角粒界を形成する工程を含む。工程８１２で、結
晶境界領域の間に、第１の格子不整合より小さい第２の
格子不整合を有する結晶化材料を作製する工程は、一領
域当たりの第１の数より少ない、一領域当たりの第２の
数の高傾角粒界を形成する工程を含む。一領域当たりの
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第２の数の高傾角粒界を形成する工程も、結晶格子不整
合角度が１５度～９０度の範囲内である、一領域当たり
の第１の数より少ない、一領域当たりの第２の数の高傾
角粒界を形成する工程をも含む。
【００６３】この方法のある局面において、工程８０６
で、一領域当たりの第１の数の高傾角粒界を形成する工
程は、第１の距離分隔てられている、隣接する高傾角粒
界を形成する工程を含む。工程８１２で、一領域当たり
の第２の数の高傾角粒界を形成する工程は、第１の距離
より長い第２の距離分隔てられている、隣接する高傾角
粒界を形成する工程を含む。
【００６４】この方法は、いくつかの局面において、さ
らなる工程を含む。工程８１４は、第２の領域にチャネ
ル範囲を含む少なくとも一つのトランジスタを形成する
工程である。工程８１６は、第１の領域にチャネル範囲
を含む少なくとも一つのトランジスタを形成する工程で
ある。いくつかの局面において、第２の領域にトランジ
スタを形成する工程は、隣接する高傾角粒界の間に、第
２の距離以下の長さのトランジスタチャネル範囲を完全
に形成する工程を含む。第１の領域にトランジスタを形
成する工程は、少なくとも一つの高傾角粒界を含む、第
１の距離より長いトランジスタチャネル範囲を形成する
工程を含む。
【００６５】この方法の他の局面において、工程８０２
および８０８は、複数のマスクを選択する工程を含む。
工程８０４および８１０は、各マスクを通してレーザー
ビームを照射して、半導体基板の対応する領域をアニー
リングする工程を含み、工程８０６および８１２は、半
導体層の各領域において、特定の結晶状態に成長させる
工程を含む。
【００６６】この方法の他の局面において、工程８０４
で、第１のマスクを通して、レーザービームを照射し
て、半導体基板の第１の領域をアニーリングする工程
は、第１のマスクを用いて、半導体層の複数の隣接しな
い範囲をレーザーアニーリングする工程を含む。ある局
面において、第１のマスクを用いて、半導体層の複数の
隣接しない範囲をアニーリングする工程は、各第１の領
域範囲を、照射されたレーザービームに連続的にさら
し、第１の領域の隣接しない範囲の各々を連続的にアニ
ーリングする工程を含む。同様に、第２のマスクを通し
て、レーザービームを照射して、半導体基板の第２の領
域をアニーリングする工程８１０は、第２のマスクを用
いて、類似する様態で、半導体層の複数の隣接しない範
囲をレーザーアニーリングする工程を含む。このプロセ
スは、マスクを変更することなく、基板を移動させて、
隣接しない範囲をさらすことを可能にする。
【００６７】あるいは、工程８０１ａ（図示せず）は、
半導体層にわたって、隣接する範囲の順序を確立する。
工程８０１ｂ（図示せず）は、確立された順序で、レー
ザービームと半導体層とをアラインメントさせる。その
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後、工程８０４で、第１のマスクを用いて、半導体層の
複数の隣接しない範囲をレーザーアニーリングする工程
は、レーザービームが第１の領域範囲とアラインメント
される場合に、第１のマスクを通してレーザービームを
照射する工程を含む。工程８１０で、第２のマスクを用
いて、半導体層の複数の隣接しない範囲をレーザーアニ
ーリングする工程は、レーザービームが第２の領域範囲
とアラインメントされる場合に、第２のマスクを通し
て、レーザービームを照射する工程を含む。このプロセ
スは、基板が、直線に沿って、一貫して移動することを
可能にする。異なる特性の領域は、マスクを交換するこ
とによって、基板ラインにおいて形成される。
【００６８】基板上に可変特性領域を形成する、基板お
よび基板製造プロセスが提供されてきた。上記の例の他
に、本発明は、各々、異なる材料特性レベルを有する、
同じ基板上に作られた異なるタイプのＬＣＤディスプレ
イに用いられ得る。他の変形例では、異なるサイズのＬ
ＣＤディスプレイが、ディスプレイデバイスの各サイズ
につき、特性レベルにばらつきがある状態、または、な
い状態で、所与のパネルの上に作られ得る。当業者であ
れば、他の変形例および本発明の他の実施形態に想到す
る。
【００６９】半導体結晶層の製造方法および半導体結晶
層を有する半導体基板、半導体結晶層を用いた液晶ディ
スプレイパネルが提供される。この方法は、第１のマス
クパターンを有する第１のマスクを選択する工程と、レ
ーザービームを第１のマスクを通して照射し、半導体基
板の第１の領域をアニーリングする工程と、第１の領域
の半導体層において、第１の結晶状態に成長させる工程
と、第２のマスクパターンを有する第２のマスクを選択
する工程と、レーザービームを第２のマスクを通して照
射し、第２の領域の半導体層をアニーリングする工程
と、第２の領域の半導体層において、第１の結晶状態と
は異なる第２の結晶状態に成長させる工程とを包含す
る。より具体的には、基板の材料がシリコンである場
合、第１および第２の結晶状態は、隣接する結晶ドメイ
ンの間の格子不整合部の定量的測定基準を有する結晶材
料の作製に関わる。例えば、隣接する結晶ドメインの間
の格子不整合部は、一領域当たりの高傾角粒界の数とし
て測定され得る。高傾角粒界は、結晶格子不整合が１５
度から９０度の範囲内である、隣接する結晶ドメインを
隔てる境界として規定される。例を続けると、第１の領
域において、一領域当たりの第１の数の高傾角粒界を形
成する工程は、第１の距離分隔てられている、隣接する
高傾角粒界を形成する工程を含み得、第２の領域におい
て、一領域当たりの第１の数より少ない、一領域当たり
の第２の数の高傾角粒界を形成する工程は、第１の距離
より長い第２の距離分隔てられている、隣接する高傾角
粒界を形成する工程を含み得る。隣接する高傾角境界の
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間の距離の測定基準は、特性の測定基準としても有用で
あり得る。例えば、上記の第２の（より長い）距離は、
第２の領域において、隣接する高傾角境界の間に、第１
の領域においては形成されることができないトランジス
タチャネル範囲の完全な形成を可能にし得る。
【００７０】
【発明の効果】以上により、ＴＦＴなどの素子形成にお
いて用いられるシリコン基板に適した結晶材料を含む半
導体結晶層の製造方法、それを有する半導体基板、さら
にこの半導体基板を用いたＬＣＤパネルを提供すること
ができる。なお、この半導体結晶層は、複数の領域を有
しており、各領域は、隣接する結晶ドメイン間に、異な
る格子不整合部を有している。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、ＬＣ－ＥＬＡアニーリングプロセス
（従来技術）における工程を示す図である。
【図２】図２は、従来の光学系マスク（従来技術）の平
面図である。
【図３】図３は、上記の光照射および照射繰り返しプロ
セス（従来技術）を用いるシステムの図である。
【図４】図４は、本発明による結晶特性を有する半導体
基板の平面図である。
【図５】図５は、図４の基板の第１の領域および第１の
領域を形成するために用いられ得るマスクを示す図であ
る。
【図６】図６は、図４の基板の第２の領域および第２の
領域を形成するために用いられ得るマスクを示す図であ
る。
【図７】図７は、図４の基板の第１および第２の領域に
形成されたトランジスタの比較を示す図である。
【図８】図８は、本発明による可変特性基板材料を製造
する方法を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１００  基板
１０２  第１の領域
１０４  第２の領域
１０６  第３の領域
１０８  第４の領域
５００  マスク
５０２  第１の距離
６００  マスク
６０２  第２の距離
７００  トランジスタ
７０２  第２の領域トランジスタのチャネル領域
７０４  トランジスタ
７０６  第１の領域トランジスタのチャネル領域
７０８  第２の領域トランジスタのチャネル領域の長さ
７１０  第１の領域トランジスタのチャネル領域の長さ
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